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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31, 29.19.33, 29.19.03

Тема дисертації:
1. Енергетична структура дефектів і фотоелектричні властивості легованих кристалів групи А2В6

2. Energy structure of defects and photoelectric properties of doped A2B6 crystals

Реферат:
1. Проводились дослідження кристалів ZnTe, CdTe та CdS (вирощені методом Бріджмена), легованих
домішками Cu, Cr, V з метою встановлення механізму входження 3d-йонів у ніпівпровідникові матриці групи
А2В6, симетрії домішкових центрів і положення відповідних домішкових рівнів в забороненій зоні кристалів.
Для дослідження використовувались комплексні низькотемпературні вимірювання спектрів поглинання,
фотопровідності та фотогальванічного струму, проведені за допомогою експериментальної установки,
змонтованої на базі монохроматора МДР-23 та ЕОМ. Встановлено процеси йонізації домішкових йонів.
Визначено положення домішкових рівнів різних зарядових станів в досліджуваних кристалах, симетрію і
орієнтацію анізотропних центрів на основі неізозарядних йонів. Визначено енергію кулонівського
відштовхування домішкових йонів міді в кристалах телуриду кадмію і цинку. Результати дисертаційної
роботи використовуються у навчальному процесі кафедри експериментальної фізики Львівського
національного університету імені ІванаФранка і для відпрацювання технології вирощування кристалів.
Сфера впровадження -фоторефрактивне матеріалознавство.



2. The investigation of ZnTe, CdTe and CdS crystals doped by Cu, Cr and V impurities were carried out with the
purpose of clarification of mechanism for the embeding of 3d-ions into semiconductor matrices of A2B6 group,
determination of the impurity center symmetry and position of impurity levels in forbiden gap. Comprehensive
low-temperature measurements of the absorption spectra, spectra of photoconductivity and photogalvanic
current were performed by using of experimental setup assembled on basis of MDR-23 monochromator and
controlled via PC. Mechanisms for the processes of impurity ions ionization were elaborated. Position of impurity
levels for different charge states, symmetry and orientation for anizotropic centers completed by ions with
different charge were determined for the investigated crystals. Energy of Coulomb interaction for the impurity
Cu-ions in ZnTe and CdTe crystals were determined. The results are used in training process and for the
elaboration of crystal growing technology. Application - photorefractive materials science.
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